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FIG. 2

(57) Abstract: The invention relates to a method for transferring a thin layer (5) onto a support substrate (1) comprising preparing a
support substrate (1) using a preparation method comprising supplying a base substrate (3) having, on a main face, a charge trapping
layer (2) and forming a dielectric layer (4) having a thickness greater than 200 nm on the charge trapping layer (2). Once the dielectric
layer (4) is formed, the ionised deposition and sputtering of the dielectric layer are simultaneously performed. The transfer method also
comprises assembling, by means of molecular adhesion and with an unpolished free face of the dielectric layer (4), a donor substrate to
the dielectric layer (4) of the support substrate (1), the donor substrate having an embrittlement plane defining the thin layer (5). Finally,
the method comprises breaking the donor substrate at the embrittlement plane in order to release the thin layer (5) and to transfer it
onto the support substrate (1).

(57) Abrégé : L'invention porte sur un procédé de report d'une couche mince (5) sur un substrat support (1) comprenant la préparation
d'un substrat support (1) a l'aide d'un procédé de préparation comprenant la fourniture d'un substrat de base (3) présentant, sur une face
principale, une couche de piégeage de charges (2) et la formation d'une couche dié¢lectrique (4) présentant une épaisseur supérieure a
200nm sur la couche de piégeage de charges (2). La formation de la couche diélectrique (4) met simultanément en ceuvre le dépdt et
la pulvérisation ionique de la couche diélectrique. Le procédé de report comprend également 1'assemblage, par adhésion moléculaire
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et sans préparer la face libre de la couche diélectrique (4) par polissage, d'un substrat donneur a la couche diélectrique (4) du substrat
support (1), le substrat donneur présentant un plan de fragilisation définissant la couche mince (5). Le procédé comprend enfin la
fracture du substrat donneur au niveau du plan de fragilisation pour libérer la couche mince (5) et la reporter sur le substrat support (1).



